全国2008年7月高等教育自学考试

电子技术基础（三）试题

课程代码：04730
一、单项选择题（本大题共15小题，每小题1分，共15分）

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

1.正弦电流iL(t)==Imsin
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t流过电感L，则产生在电感两端的电压vL(t)等于（　　　）
A.
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2.电路如题2图所示，则正确反映电流I1和I之间关系的式子是（　　　）
A.
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3.电路如题3图所示，则电流I和电压U的值分别为（　　　）
A.U=-50V,  I=-5A
B.U=-50V,  I=5A

C.U=50V  I=-5A
D.U=50V,  I=5A
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4.室温下，本征半导体硅中自由电子和空穴的浓度关系是（　　　）
A.空穴浓度大于自由电子浓度
B.空穴浓度小于自由电子浓度

C.空穴浓度等于自由电了浓度
D.无法比较

5.电路如题5图所示，稳压管Dz的击穿电压为6V，U1=15V，则UO等于（　　　）
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A.-6V

B.-5V

C.5V

D.6V

6.下列集成器件中，不属于模拟集成器件的是（　　　）
A.集成运放
B.集成功放

C.集成计数器
D.集成稳压器

7.为避免外接电阻给运放带来附加输入电压，同相端和反相端的外接电阻应（　　　）
A.反相端等于同相端
B.同相端大于反相端

C.反相端大于同相端
D.无特殊要求

8.电容滤波电路中负载电阻RL、滤波电容C、电源周期T三者取值关系应为（　　　）
A.RLC<（1~2）T/4
B. T/2<RLC<3T/2

C. RLC=T/2
D. RLC≥（3~5）T/2
9.如输出电压为-15V，最大输出电流为1A，则可选用的集成稳压器是（　　　）
A.79L15
B.7915

C.79M15
D.7815

10.十进制数(96)10可表示为8421BCD码（　　　）
A. (01010110)8421BCD
B. (10110110)8421BCD
C. (10010110)8421BCD 
D. (10000110)8421BCD
11.
[image: image10.wmf]BBAC
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C.1
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12.有三个输入端的或门电路，要求输出高电平，则其输入端（　　　）
A.全部都应为高电平
B.至少一个端为低电平

C.全部都应为低电平
D.至少一个端为高电平

13.题13图所示电路的输出端F=1时，ABCD的取值组合为（　　　）
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14.题14图所示电路为一JK触发器，设初始状态为0，

经过一个cp脉冲后，其Q端状态为（　　　）
A.1状态

B.0状态

C.不定状态

D.不变状态

15.题15图所示可编程PLA器件中，A和B为输入变量，则输出F为（　　　）
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A.F=
[image: image11.wmf]A

          B.F=
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C.F=A



D.F=B

二、填空题（本大题共15小题，每小题1分，共15分）

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。
16.电路如题16图所示，已知U=2V，则消耗在这两个电阻上的总功率等于__________W。
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17.加在电容两端的电压随时间变化得越快，则流过该电容的电流越___________。

18.电路如题18图所示，则从上往下流过9
[image: image13.wmf]W

电阻的电流I等于___________A。
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19.测得放大电路中晶体管三个电极对地的电压分别为：3.5V、4.2V、6V，则该管的类型是___________硅管。

20.二极管反向饱和电流随温度的升高而___________。

21.基本放大器的开环增益为1000，施加电阻性反馈，反馈深度为10，则闭环增益为___________。

22.集成运放内部电路的输出级多采用___________电路。

23.同相比例运算电路从反馈的角度去看，它属于___________反馈电路。

24.电容滤波电路中，若负载电阻RL断开，输出电压将___________。

25.单相桥式整流电容滤波电路带负载时输出电压平均值UO（AV）是输入电源电压有效值U2的___________倍。

26.（C7）十六进制=（___________）十进制

27.有一组波形图如题27图所示，则按正逻辑写出F=___________。
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28.题28图所示电路为多路数据选择器（MUX），Y为数据输出端，D0、D1、D2、D3为数据输入端，A1、A0为选择输入端。当D3D2D1D0=1010，A1A0=10时, Y=___________。
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29.题29图所示电路的状态方程Qn+1=___________。
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30.GAL采用E2CMOS工艺制作，可用___________信号擦除并可重新编程。

三、分析题（本大题共8小题，每小题5分，共40分）

31．电路如题31图所示，利用叠加定理，求电压U的值。


32．放大电路如题32图所示，已知
[image: image14.wmf]b

=100，IEQ=1mA，RB1=RB2=100k
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，RC=RL=2k
[image: image16.wmf]W

，RE1=RE2=500
[image: image17.wmf]W

，求放大电路的电压放大倍数。


33．运放电路如题33图所示，已知ui为方波，而且时间常数RfC远小于方波宽度。

（1）写出uo与ui的关系式；

（2）输出uo是什么波形？

34．请用“与非门”电路表示异或逻辑F=A
[image: image18.wmf]Å

B，要求写出“与非”表达式并画出逻辑电路图。

35．化简下列逻辑函数，要求画出卡诺图并写出最简与或表达式。

        F=
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36．写出下列电路F1、F2的表达式并说明电路逻辑功能。


37．在BCD编码中，余3码是由8421码加上0011形成的，由于它的每个字符编码比相应8421码多3，故称余3码。请将下列全加器进行适当连线，并在各输入输出端标上连接信号，从而实现8421BCD码到余3码的转换。假定8421码输入为A，B，C，D；余3码输出为W，X，Y，Z。


38．分析下列波形，画出状态转换图，并写出其功能。


四、设计与计算题（本大题共4小题，第39、40小题各8分，第41到42小题各7分，共30分）

39．放大电路如题39图所示。已知RB1=50k
[image: image20.wmf]W

，RB2=10k
[image: image21.wmf]W

，VCC=18V，
[image: image22.wmf]b

=50，RC=2k
[image: image23.wmf]W

，RE=3k
[image: image24.wmf]W

。试问：

（1）当输出为
[image: image25.wmf]1
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时，放大电路为何种类型的放大器，其电压放大倍数是多少？

（2）当输出为
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时，放大电路为何种类型的放大器，其电压放大倍数是多少？


40．运放电路如题40图所示，已知ui1=50mV, ui2=100mV, Rf1=200k
[image: image27.wmf]W

, R1=20k
[image: image28.wmf]W

, Rf2=510k
[image: image29.wmf]W

, R2=51k
[image: image30.wmf]W

, R3=18k
[image: image31.wmf]W

, R4=47k
[image: image32.wmf]W

。要求：

（1）求出uo1、uo2的值；

（2）改变R4的阻值对输出结果有影响吗？为什么？


41．使用74LS138设计一个数字比较器，要求能对两个一位二进制数A，B进行比较。令F>、F<，F=分别表示大于，小于和等于的比较结果。要求：

（1）列出真值表；

（2）写出逻辑表达式；

（3）画出逻辑电路图（完成电路连线，并在各输入输出端标上连接信号）。


42．下表为74LS161真值表，试用74LS161设计一个异步置零的9进制计数器。要求：

（1）写出S9的二进制代码；

（2）写出反馈置0的函数表达式；

（3）完成逻辑图连线，并在各输入输出端标上连接信号。



浙04730# 电子技术基础（三）试题 第 8 页（共 9 页）

_1276096176.unknown

_1276098067.unknown

_1276098848.unknown

_1276098885.unknown

_1276319497.unknown

_1276319505.unknown

_1276319704.unknown

_1276098995.unknown

_1276099009.unknown

_1276098858.unknown

_1276098144.unknown

_1276098390.unknown

_1276098114.unknown

_1276096580.unknown

_1276096898.unknown

_1276096570.unknown

_1276088357.unknown

_1276088444.unknown

_1276088470.unknown

_1276088410.unknown

_1276088272.unknown

_1276088292.unknown

_1276087834.unknown

